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Abmessungen: Bauform B 3/250, TGL_11811 

Masse = 19 

Zulässige Höchstwerte bis Öjmax 

Ucso = 20 V Pot = 25W 
Ucto = 20 V bei 0c = 25 C 
Umo = 5V E} = 175 C 
Ic = 250 mA ©a = 125 °C 
Piot = 600 mW 
bei 0a = 25 °C Wärmewiderstand Rın < 250 _9'd w 

Konnwerte für $a = 25°C —5 grd Rın < 60 °;‚‘ 

Min. ! Typ Max, | Meßbedingungen verstörkungs- 
— L HNLG VLE —— E 

Restströme 

Icso | |25nA |Ucs = 15 V | 

Durchbruchspannungen 

U(eR)cso | 20 V | |Ic= 5uA 
U(er)ceo | 20 V | Ic = 50 mA | 
U(er)eso| 5V | l = 5pA | 

Sättigungsspannung - 

UCEsat 06 V Ic = 150 mA, I8 = 15 mA 

Gleichstromverstärkung 

B 18 Uce = 2 V, Ic = 50 mA 
B 18 5 A 
B 2 70 B 
B 57 139 c 
B 13 276 D 
B 226 | 550 | E 

Ubergangsfrequenz 

ir 40 MHz UCE = 10 V, IC = 10 mA, 
| |1 = 15 MHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor 5C 110 B 
der Stromverstärkungsgruppe B
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